
課題番号 ：F-19-WS-0190 

利用形態 ：機器利用 

利用課題名（日本語） ：pH 不感応なダイヤモンド電解質溶液ゲート FET の作製 

Program Title (English) ：Fabrication of pH insensitive Diamond Electolyte Solution Gate FET 

利用者名（日本語） ：川口柊斗 

Username (English) ：S. Kawaguchi 

所属名（日本語） ：早稲田大学基幹理工学部 

Affiliation (English) ：School of Fundamental Science and Engineering, Waseda University 

キーワード／Keyword    ：リソグラフィ・露光・描画装置、ダイヤモンド電解質溶液ゲート FET、終端処理 

    

１．概要（Summary） 

我々は、ダイヤモンドの優れた物性値を活かして、電解

質溶液内で動作可能なダイヤモンド電解質溶液ゲート

FET(SGFET)を作製してきた[1]。ダイヤモンドは表面修

飾の容易さから、チャネルに終端処理を施すことで様々

な終端を実現できる。今回、我々は pH 不感応なダイヤモ

ンド SGFET の作製に向けて、水素終端ダイヤモンド

SGFET を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

  両面マスクアライナ 

【実験方法】 

作製は、ダイヤモンドにδボロンドープ層(厚さ数 10nm

ほど)を成膜する。その後、金電極を蒸着するために、両

面マスクアライナでレジストのパターニングを行う。金電極

蒸着後に、導電性エポキシでワイヤを配線して、絶縁性

エポキシで電極の露出部分を覆う。これでダイヤモンド

SGFET が完成する。 

その後、pH が 2~12 の pH 溶液を使用して、それぞれ

の pH で IDS-VGS 特性を測定し、そこから一定のドレイン

電流値 IDS を流す VGS を算出し、pH 感応性を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に得られた IDS-VGS 特性と pH 感応性のグラフを

示す。水素終端ダイヤモンド SGFET は、pH 低感応(-6 

mV/pH)であるという結果が得られた。これは、チャネル表

面の C-H 結合が疎水性を持つため、オキソニウムイオン

(H3O+)を寄せ付けないため、pH に感応しなくなったのだ

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 IDS-VGS properties and pH sensitivity in a 

hydrogen-terminated dimond SGFET. 
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